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１．概要（Summary） 

電流誘起磁壁移動を利用したスピントロニクス素

子は、高速・低消費電力な不揮発性ランダムアクセス

メモリへの応用が期待されている。そのようなスピ

ントロニクス素子の高密度化のためには、磁壁幅の

狭い系における電流誘起磁壁移動の理解が重要で

ある。本研究では、狭い磁壁幅を有する強磁性酸化物

SrRuO3 において、電流誘起磁壁移動の機構を明らかに

するため、磁壁移動保磁力の電流依存性を調べた。そ

して、SrRuO3 における電流誘起磁壁移動は、磁壁内で

の伝導電子スピンのスピン緩和に起因したフィール

ドライクトルクによって良く説明できることを明ら

かにした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナ MA–20 (ﾐｶｻ)。反応性イオンエッチ

ング装置（RIE-10NRV）。半導体薄膜堆積装置

（PAC-LMBE） 

【実験方法】 

膜厚 21 nm の SrRuO3をミスカット角~2°の SrTiO3 

(001) 基板上にパルスレーザー堆積法を用いて成膜し

た 。 そして、フォトリソグラフィとドライエッチングにより、

一対のホールプローブをもつチャネル幅 5 m のホー

ルバー形状素子に加工した。また、局所磁場によって

磁壁を初期配置するため、チャネル上に幅 2 m の

Au/Cr 細線(Oersted fiel line)を作製した(Fig. 1)。Oersted 

fiel line の近傍に磁壁を初期配置した後、チャネルに

電流を印加した状態で膜面垂直方向の磁場を掃引し、

横抵抗の磁場依存性を測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

保磁力は電流に対して線形に変化することから，電

流は磁壁に対して膜面垂直方向の磁場と等価な有効

磁場として作用すると考えられる。また、有効磁場の

大きさと方向は、磁壁内での伝導電子スピンのスピン

緩和に起因したフィールドライクトルクによって良

く説明できる。 

本研究結果は、電流誘起磁壁移動を利用したスピン

トロニクス素子の高密度化に関する知見を与えるも

のである。 
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Fig. 1 Micrograph of a typical device.


